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@ Mehrteiliger Stiitztiegel 

(g) Aus Segmenten 2 bestehender Stiitztiegel 3 fur Schmete- 
tiegel 1 in Kristallziehanlagen. Die die Segmente 2 zu den 
jeweiligen Nachbarsegmenten begrenzenden Flachen uber- 
lappen sich mindestens im Bereich des Tiegelmantels 11. 
Dadurch wird die direkte, von den Heizelementen ausgehen- 
de Warmeeinstrahlurtg auf die Wand der Schmelztiegel 11 
verhindert. 

Nach einem bevorzugten Herstellungsverfahren werden die 
Stiitztiegel 3 durch parallel zur Mittelachse eines unzerteil- 
ten Tiegels im Winkel zur Manteloberflache 11 ansetzende 
und bogenformig vom Ansatzort am Tiegelmantel 1 1 ausge- 
hende, bis zur Mittelachse des Tiegels gefiihrte Schnitte 
hergestellt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Stutztiegel aus minde- 
stens zwei Segmenten, bei dem die Segmente durch im 
Seitenwandbereich des Tiegeis bis zum Tiegelboden im 
wesentlichen senkrecht verlaufende und auch den Tie- 
gelboden durchsetzende Fugen getrennt sind. 

Derartige Tiegel dienen zur Aufnahme und Stiitzung 
von cinteiligen Tiegeln, die bei Temperaturen oberhalb 
ihrer Deformationsgrenze betrieben werden und 
Schmelzen von Substanzen enthalten. Sie mussen Deh- 
nungen und Schrumpfungen des gestutzten Tiegeis aus- 
gleichen konnen und bestehen deshalb aus mindestens 
zwei durch senkrechte Teilung entstandenen Segmen- 
ted Sie mussen zusatzlich die Funktion eines Suszeptors 
zur Obertragung von Warmeenergie auf den gestutzten 
Tiegel erfullen. Werkstoffseitig werden an sie hone An- 
forderungen gestellt: Sie mussen bei Temperaturen 
oberhalb der in der Anlage herrschenden Schmelz- oder 
Reaktionstemperatur formstabii sein und dtirfen mit 
dem Werkstoff des jeweils unterstutzten Tiegeis keine 
Schmelzen bilden. Im ldealfall solien sie mit dem Mate- 
rial des unterstutzten Tiegeis chemisch nicht reagieren 
und kcinc den Vcrfahrcnsablauf storenden Verunreini- 
gungen abgeben. 

Hauptanwendungsgebiet der Stutztiegel ist die Her- 
stellung von ICristallen aus einer Schmelze, insbesonde- 
re von Einkristallen aus z. B. Germanium. Siiicium oder 
binaren Verbindungen fur die Halbleiterindustrie nach 
dem Tiegelziehverfahren. Die Erfindung soli im folgen- 
den anhand des am haufigsten angewandten Verfahrens, 
namlich des Czochralski- Verfahrens, beispielhaft be- 
schrieben werden. Auf eine genaue Beschreibung dieses 
Verfahrens oder anderer Tiegelziehverfahren wird an 
dieser Stelle verzichtet und auf die einschlagige Litera- 
tur. z. B. Winnacker/Kuchler, Chem. Technologic 4. 
Auflage, Band 3, Seiten 424 bis 427 und 452 bis 460, Carl 
Hanser Verlag Munchen/Wten 1983 sowie auf Ullmann, 
Encyclopedia of Industrial Chemistry, Fifth Edition, Vol. 
A8, page 121 ft.. VCH Verlagsgesellschaft Weinheim 
1987 und die dort zitierte Literatur verwiesen. Die Ver- 
wendung der erfindungsgemaBen Tiegel ist jedoch nicht 
auf die vorgenannten Verfahren beschrankt. Sie gilt fur 
alle Verfahren. bei denen von auBen indirekt, insbeson- 
dere durch Strahlung beheizte Tiegel durch einen Stutz- 
tiegel umfangen werden. 

Bei der Variante des Tiegelziehverfahrens befindet 
sich in einem ersten. im lnneren der Apparatur angeord- 
ncten Tiegel die Schmelze eines Elements wie Siiicium 
aus der mittels eines in die Schmelze eintauchenden, 
meist stabformigen Einkristalls als Impf- oder Mutter- 
kristall unter Drehen ein Einkristallstab gezogen wird. 
Dieser erste Tiegel besteht haufig aus Quarz und beson- 
ders beim Ziehen von Siliciumeinkristallen ist die Tem- 
peratur so hoch, daB der Quarztiegel plastisch wird und 
einer auBeren, formstabilen Stutze bedarf. Als Stutze 
werden bevorzugt Graphittiegel verwendet, die mehr- 
teilig ausgefiihrt sein mussen, da sich der Quarztiegel 
bei Temperaturanderungen zusammenzieht, bzw. aus- 
dehnt und der Stutztiegel diese Bewegungen mitmachen 
muB. Besonders beim Abkuhlen kommt es zu einer Aus- 
dehnung des Quarztiegels. die kristisch ware. Die innere 
Tiegelanordnung wird durch Heizvorrichtungen auf die 
gewiinschte Schmelztemperatur gebracht und auf ihr 
gehalten. Vorzugsweise bedient man sich hierbei der 
Strahlungsheizung. Eine die Tiegel im Abstand umge- 
bende Anordnung eines oder mehrerer Heizelemente 
wird durch direkten Stromdurchgang oder induktiv er- 
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hitzt und iibertragt im wesentlichen durch Strahlung 
Warme auf den auch als Suszeptor wirkenden Stutztie- 
gel, uber den die Warme im wesentlichen durch Warme- 
leitung auf den gestutzten Tiegel und die Schmelze 
5 ubertragen wird. 

Hierbei ergeben sich Probleme fur das Ziehen der 
Kristalie. an die hochste Anforderungen an Reinheit und 
Fehlerfreihcit des Kristallaufbaus gestellt werden. Ein 
Teil der Strahlung trifft durch die die Segmente des 
io Stiitztiegels trennenden Fugen den die Schmelze enthal- 
tenden Tiegel direkt und bewirkt an diesen direkt be- 
strahlten Zonen gegeniiber den von den Suszeptorseg- 
menten indirekt und damit gleichmaBig beheizten Zo- 
nen des Tiegeis Temperaturinhomogenitaten und damit 
is Fehlstromungen und Turbulenzen in der Schmelze, die 
zu UngleichmaQigkeiten beim Kristallwachstum und zu 
einer unerwiinschten Aufnahme von Verunreinigungen 
wie Sauerstoff fuhren. Ein anderes Problem ergibt sich. 
wenn, wie im in der Praxis haufigsten Fall der unter- 
20 stutzte Tiegel aus Quarzglas und der Stutztiegel aus 
Kohlenstoff. speziell aus Graphit ist. An den Zonen, an 
denen die Trennfugenkanten der Segmente die Quarz- 
tiegel beruhren. finden unter der direkten Einwirkung 
der Warmestrahlung auf den Quarztiegel verstarkt Re- 
25 aktionen zwischen dem Kohlenstoff des Stiitztiegels 
und dem Quarz unter Bildung von Kohlenmonoxid und 
Siliciummonoxid statt. Durch diese Vorgange werden 
der Quarztiegel und der Stutztiegel entlang den Trenn- 
fugen geschwacht und ihre Lebensdauer wird verkurzt, 
30 was den Aufwand fur das Verfahren erheblich erhoht. 

Durch die deutsche Patentschrift Nr. 40 07 053 wird 
ein Graphitstutztiegel fur das Ziehen von Siliciumein- 
kristallen aus Quarztiegeln beschrieben, der auf seiner 
lnnenflache, dem oberen Rand und den Beruhrungsfla- 
35 chen der Segmente mit einer Schutzschicht aus in einem 
verbindenden Gerust aus Kohlenstoff angeordneten ge- 
reckten Endloskohlenstoffasern, die nach einer mogli- 
chen Ausfuhrungsform als Fiillstoff zusatzlich Kohlen- 
stoff- oder Graphitpulver enthalten kann, ausgerustet 
40 ist. Zweck dieser Erfindung war es. einen Stutztiegel fur 
Quarztiegel zu schaffen. der gegenuber dem Angriff von 
Siiicium, Siliciummonoxid und Siliciumdioxid bestandig 
ist. Die beschriebene Losung verringert zwar das allge- 
meine Problem der Reaktion der sich beruhrenden 
45 Werkstoffe und von aus dieser Reaktion entstandenen 
Produkten mit dem Graphittiegel, beruhrt aber nicht die 
speziellen Probleme, die sich aus der direkten Warme- 
bestrahlung der Quarztiegelwand entlang den Trennfu- 
gen der Stutztiegelsegmente ergeben und kann sie folg- 
50 lich auch nicht losen. 

Die Aufgabe der Erfindung war es deshalb. einen aus 
Segmenten bestehenden Stutztiegel fiir eine Schmelze 
enthaltende gestutzte Tiegel zu schaffen, der so geforrm 
ist, daB der gestutzte Tiegel, der von der den Stutztiegel 
55 umgebenden Heizung ausgehenden Strahlung im Be- 
reich der zwischen den Segmenten des Stiitztiegels im 
Mantelbereich befindlichen Trennfugen nicht mehr aus- 
gesetzt ist 

Die Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Teile 
60 der Patentanspruche 1 und 2 geiosi. Die Unteranspru- 
che 3 bis 8 enthalten zweckmiiBige Ausgestaltungen der 
erfindungsgemaBen Tiegel. Anspruch 9 betrifft eine be- 
vorzugte Anwendung, Anspruch 10 ein Verfahren zur 
Herstellung eines derartigen Tiegeis. 
65 Durch die uberlappende Anordnung der sich in Um- 
fangsrichtung des Stiitztiegels gegenuberliegenden Be- 
grenzungsflachen der Segmente trifft die von der die 
Tiegelanordnung umgebenden Heizung ausgehende 
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Warmestrahlung im gcsamten Mantelbereich nicht 
mehr auf die Wand des die Schmelze enthaltenden Tie- 
gels. Die friiher in den Bereichen der zwischen den Seg- 
menten des Stutztiegels liegenden Trennfugen aufgetre- 
tenen schadlichen Wirkungen der Warmeeinstrahlung 5 
sind damit beseitigt 

Tiegelsegmente, aus denen erfindungsgemaBe Stutz- 
tiegel zusarnmengesetzt werden konnen, konnen durch 
entsprechende, an sich bekannte kcramischc Formge 
bungs- und Herstellungsverfahren und, falls notwendig. 10 
anschlieBendes Bearbeiten von Vorformlingen oder aus 
Vollmateriai durch spanendes Bearbeiten hergestellt 
werden. 

Beim zweiten Verfahren zur Herstellung erfindungs- 
gemaBer Stutztiegel werden zunachst ganze Tiegel her- 15 
gestellt und diese anschlieBend durch Schneiden oder 
andere spanabhcbende Bearbcitungsschrittc in minde 
stens zwei Segmente vertikal wie folgt durchtrennt: An 
den Stellen, an denen der Tiegelmantel getrennt werden 
sol!, werden parallel zur Mitielachse des Tiegels aber in 20 
einem von 90° abweichenden Winkel zur Mantelober- 
flache verlaufende Schnitte an der Manteioberflache 
ahgeseizt und bogenformig, auch den Tiegelboden 
durchsetzend. bis zur Mittelachse gefuhrt. Die durch 
diese Schnitte entstandenen Stutztiegelsegmente haben 25 
an den die Tiegelwand durchsetzenden Trennfugen 
komplementare Flachen, die sich uberlappen und den 
gestutzten Tiegel vor der einfallenden Strahlung ab- 
schirmen. Der Grad der Uberlappung wird durch den 
Winkel, bezogen auf die Oberflache des Tiegelmantels 30 
bestimmt, mit dem der Schnitt gefuhrt wird. Er wird von 
Fall zu Fall den jeweiligen Gegebenheiten cntsprcchend 
festgelegt. Am Tiegelboden entstehen bei dieser Ver- 
fahrensweise nicht uberlappende Begrenzungsflachen 
zwischen den Tiegelsegmenten an den Fugen. Dies ist 35 
jedoch nicht nachteilig, da diese Fugen vom am Boden 
des Stutztiegels angeordneten und die Segmente des 
Stutztiegels in ihren Positionen haltenden Halte- und 
Unterstiitzungsteil abgedeckt werden konnen. Wo eine 
solche Abdeckung nicht oder nur teilweise moglich ist, 40 
ist die negative Wirkung der Warmestrahlung auf den 
gestiitzten Tiegel wegen des schragen Einfallswinkels 
und des damit verbundenen geringen Absorptionsgra- 
des der von den im wesentlichen parallel zur Tiegel- 
wand angeordneten Heizelementen stammenden Strah- 45 
lung gering. Nach diesem Verfahren kann in vorteilhaf- 
ter Weise jede Trennfuge in einem Bearbeitungsschritt 
mit einem einfachen Schneidwerkzeug, z. B. einer Band- 
sage, in hoher Prazision hergestellt werden. 

Ein Stutztiegel kann aus zwei, drei oder mehr Seg- 50 
menten bestehen. Die bevorzugte Ausfuhrungsform be- 
steht jedoch aus drei Segmenten gleicher Gestalt. Ein 
derartiger Tiegel laBt sich rationeil herstellen. leicht 
handhaben und er gleicht die Ausdehnungen und 
Schrumpfungen des gestutzten Tiegels hinreichend gut 55 
aus. 

ErfindungsgemaBe Stutztiegel bestehen bevorzugt 
aus Kohlenstoff. Wegen seiner guten Bearbeitbarkeit, 
Fahigkeit zur Absorption von Warmestrahlen, guten 
Warmeleitfahigkeit und chemischen Inaktivitat emp- 60 
fiehlt sich in den meisten Fallen die Verwendung von 
Elektrographit. Als weitere Werkstoffe aus Kohlenstoff 
kommen kohlenstoffaserverstarkter Kohlenstoff (CFC) 
und Glaskohlenstoff in Frage. 

Fur die Herstellung hochreiner Kristalle mussen die 65 
Werkstoffe, aus denen die Reaktionsraume der verwen- 
deten Apparaturen bestehen, ebenfalls entsprechend 
sauber sein. Es ist deshalb zweckmaBig, fur die Herstel- 


lung von Stiitztiegeln vorgesehene Kohlenstoffteile 
durch eine bei hohen Temperaturen unter Verwendung 
von halogenhaltigen Gasen durchgefuhrte Reinigungs- 
behandlung zu saubern. Das am weitesten verbreitetste 
Verfahren ist hierfur eine Reinigung des Graphits mit 
Gasen wahrend der Graphitierungsbehandlung. 

Auf eine Beschreibung der Verfahren fur die Herstel- 
lung der genannien Kohlenstoffwerkstoffe wird ver- 
zichtet, da sie Stand der Technik und jedem Fachmann 
wohl bekannt sind, sowie der einschlagigen Literatur 
entnommen werden konnen. 

Die Erfindung hat folgende Vorteile: 

1 . Verringerung des VerschleiBes an Stutztiegeln. 

2. Verringerung des VerschleiBes an gestutzten 
Schmelztiegeln. 

3. Verringerung der Gefahr einer Verunreinigung 
der Schmelze, aus der Kristalle gezogen werden 
sollen. 

4. VergieichmaBigung der Temperatur der Wand 
des Schmelztiegels. 

5. Rationelle Herstellung von durch erhohte Aus- 
fuhrungsgenauigkeit verbesserten Stutztiegeln mit 
Hilfe der bogenformigen Schnittfuhrung. 

Die Punkte 3. und 4. wirken sich direkt positiv auf die 
Qualitat der erzeugten Kristallstabe aus, die Punkte 1. 
und 2. vermindern den Aufwand beim Kristallziehen 
und Punkt 5. gestattet eine Herstellung der verbesserten 
Stiitztiegelausfuhrungen in hoher Genauigkeit. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand von Figuren 
beispielhaft beschrieben: 

Fig. 1 gibt einen Vertikatschnitt durch die fur die Er- 
findung wichtigen Elemente einer Kristallziehanlage in 
schematischer Darstellung wieder. 

Fig. 2 und 2a zeigen einen Stutztiegel herkommlicher 
Art im Vertikalschnitt und in der Draufsicht. 

Fig. 3 und 3a veranschaulichen einen erfindungsge- 
maBen Stutztiegel mit bogenfdrmig vom Tiegelmantel 
zur Tiegelmitte verlaufenden Fugen im Vertikalschnitt 
und in der Draufsicht. 

Fig. 4 und 4a verdeutlichen den Kern der Erfindung 
durch vergleichende Darstellung des Strahlenganges 
der Warmestrahlung bei einem herkommlichen und ei- 
nem erf indungsgemaBen Tiegel. 

In Fig. 1 wird ein eine nicht dargestellte Schmelze aus 
Silicium enthaltender Schmelztiegel 1 aus Quarzgias 
von einem Stutztiegel 3 aus Graphit umschlossen. der 
aus drei Segmenten 2. 2' und 2" besteht, wobei im 
Schnitt nur zwei zu sehen sind. Die Segmente 2, 2', 2" 
werden von einem in das Bodenprofil des Stutztiegels 3 
eingreifenden Halteteil 4 aus Graphit so in ihrer Lage 
fixiert, daB sie die wahrend des Verfahrensablaufs statt- 
findenden Bcwcgungen des gestutzten Quarztiegels 
ausgleichen konnen. Die aus Quarztiegel 1. Stutztiegel 3 
und Halteteil 4 bestehende Anordnung runt auf einer 
Welle 7 uber die die vorgenannte Tiegelanordnung 
beim Kristallziehen in Rotation gehalten werden kann. 
Zur Erzeugung und Aufrechterhaltung der notwendi- 
gen Schmelzwarme sind die Tiegel 1, 3 mit einer Strah- 
lungsheizung 8, z. B. einem maanderformigen Graphi- 
theizelement umgeben. Die von diesem Heizelcment 8 
ausgehenden Warmestrahlen werden vom Stutztiegel 3 
aufgenommen und es wird die Warme von diesem 
gleichmaBig an den Quarztiegel 1 und dessen Inhalt 
weitergegeben. Alie bis jetzt beschriebenen und einige 
nicht dargestellte Anlagenteile wie der drehbare. in die 
Siliciumschmelze eintauchende Kristallziehstab, 
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Schutzgasfiihrungseinrichtungen, Abdeckungen oder 
Materialzufuhrungseinrichtungen befinden sich in ei- 
nem nur auszugsweise wiedergegebenen geschlossenen 
Behalter mit einer mehrschalig aufgebauten, gut isolie- 
rendenWand9. 5 

Fig. 2 und 2a zeigen einen aus drei Segmenten 2, 2', 2" 
bestehenden Stutztiegel 3 nach dem Stand der Technik. 
bei dem die Warmestrahlen durch die Fugen to, 10', 10" 
in der Tiegelwand 11 hindurchtreten konncn, da diese in 
Richtung der Radialen R liegen. io 

Fine erfindungsgemaBe Ausfuhrungsform eines aus 
drei Segmenten 2, 2', 2" bestehenden Stutztiegels 32 isi 
in den Fig. 3 und 3a dargestellt. Die vertikal angeordne- 
ten, mit einer Krummung versehenen Fugen 10, 10\ 10" 
durchsetzen hier die Tiegelwand 11 im zur Radialen R 15 
geneigten Winkel cl Sie sind durch einen an der Tiegel- 
wand 11 ansetzenden und bogenformig zur Mittclachsc 
des Tiegels gefiihrten Schnitt definiert. Der Tiegelboden 
12 wird von den Fugen 10. 10', 10" vertikal durchsetzt. 

Durch die Fig. 4 und 4a wird die Wirkung der Erfin- 20 
dung veranschaulicht. In Fig. 4 gehen die radial auf die 
Tiegelwand II auftreffenden Warmestrahlen 13 durch 
die die Segmente 2. 2' trennende Fuge 10 hindurch. Sie 
konnen auf den nicht dargestellten Quarztiegel treffen. 
In Fig. 4a werden die Warmestrahlen durch die Uber- 25 
lappungszone 14 der Segmente 2. am Durchtritt durch 
die Fugen 10 gehindert. Ein innerhalb des Stutztiegels 
befindlicher, nicht dargestellter Quarztiegel kann von 
den vom nicht wiedergegebenen Hcizelement kommen- 
den, senkrecht auf die Tiegelwand fallenden Warme- 30 
strahlen nicht mchr erreicht werden. 

Patentanspruche 

1 . Stutztiegel (3) aus mindestens zwei Segmenten (2, 35 
2'), bei dem die Segmente (2) durch im Seitenwand- 
bereich (II) des Tiegels (3) bis zum Tiegelboden 
(12) im wesentlichen senkrecht verlaufende und 
auch den Tiegelboden (12) durchsetzende Fugen 
(10) getrennt sind. dadurch gekennzeichnet, daB 40 
sich die. sich gegenuberiiegenden, die Segmente (2) 
zum jeweiiigen Nachbarsegment (2', 2") begren- 
zenden Flachen im Betriebszustand in Umfangs- 
richtung des Tiegels (3) stets uberlappen und 

daB diese Flachen mindestens im Seitenwandbe- 45 
reich (11) des Tiegels (3) eine der durch die Mittel- 
achse und den groBten AuBenradius des Tiegels 
definierten Flachen schneiden. 

2. Stutztiegel (3) gemaB dem Oberbegriff des Pa- 
tentanspruchs 1 dadurch gekennzeichnet. daB 50 
die sich gegeniiberliegenden, die Segmente (2) zum 
jeweiiigen Nachbarsegment begrenzenden Fla- 
chen komplementar geformt sind und 

daB diese Flachen durch an der Mantelobcrflache 
des Tiegels (3) parallel zur Mittelachse des Tiegels 55 
im Winkel zur an diesem Ort durch die Mittelachse 
und den groBten AuBenradius des Tiegels (3) defi- 
nierte Flachen ansetzende, bogenformig zur Mittel- 
achse des Tiegels (3) gefuhrte Schnitte entstanden 
sind und daB sich diese Flachen im Betriebszustand 60 
in Umfangsrichtung des Tiegels (3) stets uberlap- 
pen. 

3. Stutztiegel (3) gemaB Patentanspruch 1. dadurch 
gekennzeichnet. daB die sich gegeniiberliegenden, 
die Segmente (2) zum jeweiiigen Nachbarsegment 65 
(2', 2") begrenzenden Flachen komplementar ge- 
formt sind und sich im Betriebszustand in Umfangs- 
richtung des Tiegels (3) stets uberlappen. 
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4. Stutztiegel (3) nach den Patentanspriichen 1, 2 
und 3, dadurch gekennzeichnet, daB der Tiegel (3) 
aus drei Segmenten (Z 2', 2") gleicher Gestalt be- 
steht. 

5. Stutztiegel (3) nach den Patentanspriichen 1, 2, 3 
oder 4, dadurch gekennzeichnet, daB der Tiegel (3) 
aus Elektrographit besteht. 

6. Stutztiegel (3) nach Patentanspruch 1, 2. 3 oder 4, 
dadurch gekennzeichnet. daB der Tiegel (3) aus 
kohlenstoffaserverstarktem ICohlenstoff besteht. 

7. Stutztiegel (3) nach Patentanspruch 1, 2, 3 oder 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Tiegel (3) aus 
glasartigem Kohlenstoff besteht. 

8. Stutztiegel (3) nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Patentanspruche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Tiegel (3) aus einem gas- 
gereinigten Kohlenstoffwerkstoff besteht. 

9. Verwendung von Stutztiegeln (3) mit einem oder 
mehreren der Kennzeichen der Patentanspruche 1 
bis 8 fur das Tiegelziehverfahren zur Herstellung 
von Kristallen. 

10. Verfahren zur Herstellung eines Stutztiegels (3) 
aus mindestens zwei Segmenten (2,2'), die durch im 
Seitenwandbereich des Tiegels (1 1) bis zum Tiegel- 
boden (12) im wesentlichen senkrecht verlaufende 
und auch den Tiegelboden (12) durchsetzende Fu- 
gen (10, 10') getrennt sind, dadurch gekennzeichnet. 
daB die Tiegelsegmente (2, 2') durch Schnitte her- 
gestellt werden, die an der Manteloberflache (11) 
des noch nicht in Segmente (2, 2"') zerlegten Tie- 
gels (3) parallel zur Mittelachse des Tiegels im Win- 
kel zu einer Flache ansetzen, die durch die Mittel- 
achse des Tiegels (3) und den groBten AuBenradius 
des Tiegels am Ansatzort des Schnittes definiert ist 
und daB diese Schnitte bogenformig vom Ansatzort 
am Tiegelmantel (11) ausgehend bis zur Mittelach- 
se des Tiegels (3) ausgefiihrt werden. 


Hierzu 4 Seite(n) Zeichnungen 


NSDOCID: <DE 4130253A1_I_> 


ZEICHNUNGEN SEfTE 1 


Nummer: 
Int. CI. 5 : 

Offenlegungstag: 


DE41 30 253 A1 
C30B IS/10 

18. Marz1993 



frig- 1 


208 081/122 


ZEICHNUNGEN SEITE 2 


Nummer: 
Int. CI.5; 

Offentegungstag: 


DE41 30 253 A1 
C30B 15/10 

18. Marz1993 




208 081/122 


3NSDOCID: <DE 4130253A1 J_> 



208081/122 


ZEICHNUNGEN SEfTE 4 


Nummer; 
Int. CI. 5 : 

Off enlegungstag : 


DE 41 30 253 A1 
C30B 15/10 

18. Mara 1993 



208 081/122 


3NSDOCIO: <DE 41302 S3A1_I_> 


